Statyczne i dynamiczne obciazenie tranzystora
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Wartosci chwilowe napiecia kolektor-emiter u.. i pradu kolektora i. mozna zapisa¢ jako:

uCE=UCEQ+uce; iC:ICQ+ic;(*)
gdzie UCEQ i IcQ oznaczaja sktadowe state napiecia i pradu a u i i, sktadowe zmienne.

Zaktadajgc statos¢ napiecia na kondensatorze Cs z powyzszego schematu mozna zapisac
nastepujace rownanie dla obwodu kolektora:

Uce =Uge + Rc(ic +io):UCE + Rc(ic +;°J U t Rc(ic +LFJQCEJ

(6] O
Podstawiajac dalej odpowiednie wartosci chwilowe U i i. z réwnanie (*) otrzymujemy:

UCC :UCEQ +uce + RCICQ + RCic +|I:Cuce =
0

R (**)

=UCEQ +uce(l+ch+ RCICQ + Rcic

(6]
Jezeli w powyzszym réwnaniu przyjmiemy zerowe wartosci sktadowych zmiennych u, =0 i

i, =0 (brak sterowania sktadowa zmienng) to otrzymamy statyczne réwnanie obcigzenia
tranzystora:

| = Ucc _UCEQ
CQ RC -
Roéwnanie (**) mozemy dalej przeksztatci¢ do nastepujacej postaci:
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Podstawiajac w powyzszym réwnaniu odpowiednie wartosci za sktadowe zmienne z réwnania
(*) dostajemy dynamiczne réwnanie obcigzenia:

Uceq Uce
@ R IR, R.R

cRo  RelRo

Ic =1




U
l oo +—2 |
CcQ RC H Ro .

4— dynamiczna prosta obcigzenia

statyczny punkt pracy

4)tatyczna prosta obcigzenia

. >
UCEQ UCEQ +Re HRO DCQ Hee

Graficzne przedstawienie statycznej i dynamicznej prostej pracy



